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Fatentans-prtlche : 

^TT) Terfahren zur Herstellung von Kontaktverbindungen 
zwischen wenigstens einem Eontakt der Oberseite eines 

5 Halbleiterchips und der Unterseite desselben iiber 

wenigstens eine Stimseite des Halbleiterchips hinweg, 
insbesondere von Souroe-Masse-Kontaktverbindungen an 
MESFETs, gekennzeichnet dadurch, daB ftlr 
die gleichzeitige Herstellung einer derartigen Eontakt- 

10 rerbindung an einer Vielzahl iron Halbleiterchips (11) 
nach dem Aufbringen des jeweiligen, mit der Unterseite 
(325) zu verbindenden Kontakts (4) auf der Oberseite 
(2) eines gr5Beren Substratk5rpers (1) dieser Substrat- 
kSrper (1 ) durch wenigstens zwei im Winkel zueinander 

15 ausgerichtete Scharen ©it untereinander parallelen 

SSgeschnitten (12, 13) in die einzelnen Chips (11) auf- 
geteilt wird, vobei die SMgeschnitte (12, 13) wenig- 
stens einer der Scharen die einzeln auf der Oberseite 
befindlichen Kontskte (4) der Jeweiligen Chips (11 ) in 

20 gleicher Weise anschneiden; dafi daraufhin die noch zu« 
sammenhSngenden Chips (11) derart ge&tzt warden, daB an 
der jeweiligen durch SSgen zuvor entstandenen Stirnsei- 
te (322, 323) Halbleitermaterial soweit abgetragen 
wird, daB die durch das Anschneiden der einzelnen Kon- 

25 takte (4) entstandenen Kontaktkanten (222, 223) fttr 
eine noch anzubringende Kontaktverbindung (422 , 423) 
ausreicherid weit tiberstehen; und daB durch Bedanrpfung 
(34) einer solchen Stimseite (322, 323) und der 
jeveiligen Unterseite (325) der Chips (11) diese Seiten 

30 derart metallisiert (422, 423, 425) warden, daB leiten- 
der tJbergang zwischen dem Uberstehenden Anteil (222, 223) 
des 3eweiligen Kontakts (4) der Oberseite (2) und der 
jeweiligen Bedampfung (425) der Unterseite (325) erreicht 
1st. 
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2. Terfahren nach Anspruch 1, dadurch g e k e n n - 
zeichnet $ dafl die Oberseite (2) des Substrat- 
kSrpers (1) mit den darauf befindlichen Kontakten (4, 
5» 6) mit einer Schutzlackschicht (32, 33) bedeckb wird. 

5 

3« Terfahren nach Anspruch 1 oder 2, gekenn- 
zeichnet dadurch, dafl mit dem SSgevorgang (12, 
13) der Substratkorper (1) noch nicht vollstSndig 
durchtrennt wird und dafl beim nachf olgenden &tzen von 
10 der Ruckseite des SubstratkSrpers . {1 ) her auflerdem 

auch noch soviel Substratmaterial entferat wird (DQnn- 
Stzen), dafl der angesagte SubstratkSrper (1) in die 
einzelnen Chips (11) vollends aufgeteilt wird. 

15 4. Terfahren nach Anspruch 1 oder 2, g e k e n n ~ 
zeichnet dadurch, dafl auf dem SubstfcatkBrper 
(1) auf dessen Oberseite (2) bzw. auf der darauf be- 
findlichen Schutzlackschicht (32) vor dem SSgen eine 
TrSgerfolie (33) aufgebracht wird und der SubstratkSr- 

20 par (1 ) von der Riickseite her vollstSndig bis in die 
TrSgerfolie hinein durchtrennt wird (Fig. 3). 

5. Terfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 4, g e— 
kennzeichnet dadurch, dafl die durch Be- . 
25 dampfen aufgebrachte Metallisierung (422, 423 * 425) 
durch galvanische Abscheidung verstSrkt wird, so dafl 
ein mechanisch stabiles Tragemeta (412) fttr den Zu~ 
sammerihalt der entstandenen Halble iterchips (11) vor- 
liegt (Fig. 4). 

30 

6* Terfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 4, g e - 
kennzeichnet dadurch, dafl die Bedampfung 
mit einer derartigen Dicke ausgefUhrt wird, dafl ein 
* mechanisch stabiles TrSgernets (412) fur den Zusammen- 
35 halt der Chips (11) entsteht (Fig. 4). 
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7. Verfahren nach eineot der Anspriiche 1 bis 6, g e - 
kenn^eichnet dadurch, da6 nur ein oder meh- 
rere Anteile der Stirnseite (322, 323, 1322, 1323) mit 
ttberstehenden Kontaktkanten (522, 222*, 225, 223*, 223', 
1222, 1223) des Jeweiligen Chips (11 ) metallisiert 
("522, 422*, 525, 423*, 423", 1422, 1423) warden, woau 
die iibrigen Anteile der Stirnseite vorQbergehend wShrend 
der Bedampfung abgedeckt sind (Fig, 6). 

8. Terfahren nach einem der Anspriiche 2 bis 7, g e - 
kenn2eicb.net dadurch, daB der Schutzlack 
(32) ein Fo;tolack 1st, der im Bereich (71, 72) des nach 
JLtzen tiberstehenden Randes (222) des Kontakts (4) ISs- 
lich gemacht wird bsrw. 16slich bleibt, und daB der Foto- 
lack erst nach dem SSgen (12) entwickelt wird, wobei der 
Fotolack in diesem Bereich (71 , 72) entfernt wird, so 
daB ein Randanteil der OberflSche des Kontakts (4) dort 
freiliegt und sich bei dem nachfolgenden SchrSgbedampfen 
(34) eine Ltlcke der Bedanrpfungsschicht ergibt (Fig. 7)* 

9. Terfahren nach Anspruch 8, gekennzeich- 
n e t dadurch, daB der Bereich sich nur ttber einen oder' 
mehrere Anteile des tiberstehenden Randes des Kontakts 
erstreckt (Fig* 7)* 
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Yerfahren zur Herstellung von IContaktverbindungen, 
insbesondere fiir MESFETs. 


Die vorliegende Erf indung bezieht sich auf ein Yerfah- 
5 ren zur Herstellung von Kontafcrtverbindungen zwischen 
wenigstens einem Kontakt der Oberseite eines Halblei- 
terchips und der Unterseite desselben, vie dies im 
Oberbegriff des Patentanspruchs 1 nSher angegeben ist. 

10 Ftir den Fall eines MESFET (Metall-Halbleiter-Feldef- 
fekttransistor) , auf den sich die Torliegende Erfin- 
. dung bevoraugt bessieht, gibt es bereits Yorschlage 
zur L5sung des Problems, den auf der Oberseite des 
Halbleiterchips des MESFET vorhendenen Source-AnschluS 

15 mit der Ruckseite des Chips zu verbinden, die vorzugs- 
weise -die Masse-Elektrode ist. Diese 1st gleich^eitig 
auch TrStger dieses Chips. 

Ein aiterer Yorschlag zur LSsung des Problems induk- 
20 tionsarmen Anschlusses der mehreren S our c e-El elrt r o den 
eines Mikrowellen-Leistungs-Feldeffekttransistors 
gibt die Druckschrift "IEEE Transactions on Electron 
Devices", Bd.ED 23 (1976), Seiten 388-394 an. Dieser 
Yorschlag besteht im wesentlichen darin, den mit seiner 
25 Unterseite auf der metallischen Tragerunterlage zu 

montierenden Halbleiterchip, der auf seiner Oberseite 
mehrere Substratanschlttsse hat, in der NMhe einer win- 
kelfSrmigen Ausbildung dieser Unterlage auf zubringen. 
Es ist dabei vorgesehen, die Innenseite des Winkels 
30 mit flussigem Lot anzufUllen, den Halbleiterchip auf 
die den einen Schenkel des ¥inkels bildende Unterlage 

Bts 1 Bla / 20.11.80 
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aufzusetzen und gegen das im Winkel befindliche Lot 
derart zu schieben, daB sich das Lot nach oben drUckt 
und Kontakt mit den Sotirce-Anschlussen erzeugt. Eine 
solche technische LB sung erfordert auBerordentlich hohen 
5 Aufwand der Justierung und tlberwachung des Ablaufs- die- 
ses Herstellungsverfahrens. 

In "IEEE Transactions on Electron Devices 11 , Bd. ED 25 
(1978), Seiten 1218-1221 1st ein ^lingerer Yorschlag zur 

10 LSsung dieses Problems beschrieben, namlich von der 
RUcfcseite des Chips in diesen LScher an den Stellen 
hereinzu&tzen, an denen sich auf der Oberseite des 
Chips der betreffende Source-Anschlufl befindet. Da die 
StzlScher nicht beliebig geringen Durchmesser bei z*B. 

15 100^um dickem Halbleiterchip haben konnen, wird im Fall 
eines Leistungs-MESFET mit einer Yielzahl persllelge- 
schalteter Source-Elektroden die notwendige GesamtgrSSe 
des Halbleiterchips durch die Grc5Be der LScher bestimmt. 
Das Problem der Miniaturisierung von Elektronikschal- 

20 tungen laSt sich mit dieser technischen MaBnahme nicht 
geeignet losen« 

Es ist eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung, ein ver~ 
* einfachtes Yerfahren anzugeben, mit dem gleichz'eitig 
25 eine Yielzahl von induktionsarmen, elelrbrisch gleichwer- 
tigen Source-Ms sse-Kontaktverbindungen eines Leistungs- 
Peldefrekttransistors, und zwar insbesondere in automa- 
tischem Terfahrensablauf , hergestellt werden kc5nnen. 

30 Diese Aufgabe wird ftir ein Verfahren nacH dem Oberbe- 
griff des Patentanspruchs 1 mit den Merkmalen des Kenn- 
zeichens des Anspruchs 1 gelSst. Weitere Ausgestaltun- 
gen dieses Verfahrens gehen aus den Unteransprtlchen her- 
vor. 
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Erheblich verschieden von der technischen Entwicklung 
der Vergangenheit , wie sie durch die beiden oben er- 
wahnten YorschlSge Ton 1976 und 1973 dokumentiert ist, 
1st mit der Erfindung ein neuer ¥eg eingeschlagen wor- 

5 den, das schon lange anstehende Problem zxx 18 sen, 

Grundvoraussetsung des erfindung sgemSBen Yerfahrens 
ist die Automatisierbarkeit der einzelnen Yerfahrens- 
schritte und des gesamten Yerfahrensablaufs einerseits, 
ohne daB andererseits grSBerer Flachenbedarf in Kauf 

10 zu nehmen ist, wobei geringe Abmessungen auBerdem auch 
dem HochfrequenzYerhalten zugunte kommen. 

Das erfindungsgemSBe Yerfahren arbeitet mit Atzschrit- 
ten, Aufdampfverfahren und ggf ♦ mit galranischer Yer~ 
15 starkung, wobei das Zerteilen eines grSBeren Substrat- 
kSrpers barw. Wafers in die einzelnen Halbleiterchips 
der MESFETs ganz Oder ggf ♦ auch nur teilweise durch Sa- 
gen erfolgt. 

20 Des besseren Yerstandnisses der Erfindung we gen, ttird 
diese mit ihren Yariationsmoglichkeiten nachfolgend 
anhand der beigefugten Figuren beschrieben, die sich 
auf ein bevorsaugtes AusfUhrungsbeispiel und Yarianten 
desselben beaiehen. 

25 

Fig.1 zeigt eine Aufsicht auf die mit* den Source-, Gate- 
und Drain-Anschltissen, bzw. -Elektroden "versehe- 
nen Oberfl&che bz<w« Vorderseite des SubstratkSr- 
pers . 

30 

Fig. 2 zeigt einen Schnitt II-II der Fig.1 vor Ausfuh- 
rung der S&ge schnitt e. 

Fig. 3 zeigt einen Schnitt II-II nach Fig.1 nach Ausftfh- 
35 rung der S&geschnitte, nach itzen der (seitlichen) 
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und nach erfolgter Schr&gbedampfung. 

Pig, 4 gselgt eine Aufsicht der Rtickseite der aus dem . 
ursprunglichen SubstratkSrper durch Sagen und 
5 'Atzen entstandenen Halbleiterchips, die sich auf 

einer auf der Vorderseite des SubstratkiSrpers zu- 
vor angebraohten Lackschicht und/oder Polie be- 
finden/ 

10 Fig. 5 zeigt eine Seitenansicht eines Anteils eines Tran- 
sistorgehauses mit eingebauten, erfindungsgemaB 
hergestellten (Transistor- ) Halbleiterchips. 


Fig. 6 zeigt eine veitere AnwendungsmQglichkeit der Er- 
15 findung ftlr ein Halbleiterchip mit einer Yielzahl 

Ton auf der Vorderseite angebraohten AnschlUssen 
und mit auf den SeitenflSchen und der Rttckseite 
durch SchrSgaufdampfen hergestellten Kontaktver- 
bindungen * 

20 

Fig* 7 zeigt eine Weiterbildung des erf indungsgeinSBen 
Verfahrens zuv Herstellung Ton Sollbruchstellen 
zrwischen der Metallisierung der Chips und dem auf 
der Unterlage entstehenden Metallnetz» 

25 

Fig*1 zeigt in einer Aufsicht die OberflSche 2 eines 
Anteils eines Halbleiter-SubstratkSrpers 1 aus beispiels- 
weise Galliumarsenid* Mit 4, 5 und 6 sind Source-Elek- 
trode, Gate-Elektrode und Drain-Elektrode (bsw. der en 

30 Anschlusse) von Tier Einsel-MESFETs wiedergegeben, die 
die entspreohenden Anteile der OberflSche 2 des' Halblei- 
ter-Substratkorpers 1 einnehmen, wobei diese Ans chilis se 
4, 5 und 6 jedes einzelnen Feldeffekttrsnsistors in re- 
gelmSBiger Matrix in beziug au denjenigen->der anderen 

35 Feldeffekttransistoren auf dem einen Substratkorper 1 
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angeordnet sind. 

Fig.2-zeigt einen Schnitt II-II der Pig.1 mit den auf 
der Oberflache 2 des SubstratkBrpers 1 bef indlichen 
5 -Elektroden 4, 5 und 6 ., wobei die Elektroden in der Praxis 
im Regelfall ineinander verschachtelt angeordnet sind. 
Der Substratkorper 1 hat eine Dicke von beispiplsweise 
SOOyiinw Die entstehenden Chips' 1 heben eine FlSche von 
z.B„ 1 mm x 0,5 mm* 

10 

In Fig.1 ist angedeutet, in welchen Positionen, bezo- 
gen auf die einzelnen durch die Elektroden 4, 5 und 6 
represent iert en Feldeffekttransistoren, die SSgeschnitte 
ausgeftihrt warden kSnnen. Es sind in Fig.1 zv/ei zuein- 

15 ander orthogonale Scharen von Sageschnitten angedeutet. 
Die eine Schar untereinander paralleler Sageschnitte 
ist durch die beiden Sageschnitte 12 angedeutet und die 
andere in der Figur waagrecht verlaufende Schar ist 
durch die zueinander parallelen sageschnitte 13 ange- 

20 deutet* Wie aus den beiden Fig.1 und 2 ersichtlich, 
schneiden die Sageschnitte 12 jeweils eine Kante 112 
der einjselnen Source-Anschltlsse 4 gumindest derart an, 
daB diese Anschllisse 4 mit dieser Kante 112 mit Sicher- 
heit bis an den Rand der Sageschnitte heranreichen* 

25 Das gleiche kann auch fttr die SSge schnitt e 13 (siehe 
Fig*l ) vorgeseheri sein f mit denen der benachbarte Rand 
113 der einzelnen Source-Anschliisse 4 angeschnitten 
wird* ¥ie ersichtlich, sind der Gate-AnschluB 5 und 
der Dra in-Anschlufl 6 gegenuber dem Source-Anschlufi 4 

30 derart versetzt auf der Oberfl&che 2 des SubstratkSr- 
pers 1 angeordnet, daB mit keinem der Schnitte 12, 13 
auch diese Anschitisse mit angeschnitten werden, so daB 
srwischen den Rgndern der Gate- und Dra in- An s chlu s s e 5, 
6 einerseits und den RSndern der Sageschnitte 12 ? 13 

35 andererseits stets noch ein susreichend groBer Isola- 
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tionsabstand vorliegt. 


Mit den Andeutungen der Sageschnitte 12, 13 in den 
Fig,1 und 2 1st die prin^ipielle Lege desselben, ins- 

5 besondere in be2sug auf die Source-Anschltisse 4, v/ie- 
dergegeben, Entsprechend zweier bevorzugter Alterna- 
tiven des erfindungsgemSBen Herstellungsverfahrens 
kBnnen die Sageschnitte von unten oder auch von oben 
in den SubstratkSrper 1 eingebracht werden. FUr Ein- 

10 schnitte von unten empfiehlt es sich, daisu die Ober- 
seite des SubstratkBrpers 1 , d.h. die OberflSche 2 und 
die darauf befindlichen Anschltisse 4, 5 und 6, mit 
einer Schicht zn uberziehen, die a,B # hier eine Lack- 
schicht von 10^um Dicke aus Fotolack AZ 1350 ist. Es, 

15 karm auch eine Folie, z.B. vorzugsvreise eine selbst- 
klebende Kunststof f-Folie , direkt auf die OberflSche 
2 und die Anschltisse 4, 5 und 6 oder auf die vorzugs- 
veise bereita darauf befindliche Lackschicht eufge- 
bracht werden. Als Folie eignet sich die sogenannte 

20 "Blaufolle" Nr. 114 der Fa. Esec. Eine solche Folie 
hat 100 ^um Dicke* Der bei dieser Tariante von 

unten auszuftihrende SSgeschnitt wird bis in die Folie 
vorangetrieben, so dsB der SubstratkBrper 1 tiber 
seine ganze Dicke durchtrennt .und auch noch die Source- 

25 Anschltisse 4 Uber ihre ganse Dicke hinweg geschnit- 
ten werden • Die zuvor aufgebrachte Lackschicht vend/ 
oder Folie halt die einzelnen beim S&gen aus dem Sub- 
stratkBrper 1 entstandenen Chips zusammen. Bin 3eder 
Chip enthSlt einen Feldeffekttranisistor mit wenigstens 

30 ie einem Source-AnschluB 4, Gate-Anschlufl 5 und Drain- 
AnschluB 6. 

Der YollstSndigkeit halber sei noch darauf hingewiesen, 
dafi nach dem Anbringen der Lackschicht und/oder der 
35 Folie und vor dem SSgen der beispielsweise ursprttng- 
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lich 500 yriim dicke SubstratkSrper 1 vorteilhafterweise 
zunSchst auf die gewtfnschte endgultige Dicke der Halb- 
leiterchips von z.B. 50yum abgeatzt wird. 

5 Die zweite Yariante besteht darin, den Sageschnitt an 
den wxe angegebenen Stellen von oben her aussuftihren, 
den Schnitt jedoch nur bis ssu einer wenigstens so gro- 
Ben Tiefe in den SubstratkSrper 1 voranzutreiben, die 
der gewiinschten Dicke der spater entstehenden Halblei- 
10 terchips entspricht. Durch nachfolgendes Stzen wird 

der restliche nicht angeschnittene Anteil des Substrat- 
k5rpers 1 abge&tzt, wodurch wiederum die einzelnen im 
Halbleitermateri?! voneinander getrennten Halbleiter- 
chips entstehen. Die Einschnitt-Tiefe betrSgt z,B. 
15 50yrum und die restlichen 450yum des SubstratkSrpefrs 1 
werden dann von dessen RUckseite her* ab- 
geStzt. Nach dem SSgen und vor dem It zen empfiehlt es 
sich, die Oberflache (von der aus eingesagt wird) mit 
einer Schicht oder Folie zu bedecken, -die an dieser 
20 Oberflache fest anhaftet und die mit dem Stzen entste- 
henden Chips ' zusammenhalt. 

Es sei darauf hingewiesen, daB auch durch Polieren des 
SubstratkBrpers 1 die entstehenden Halbleiterchips auf 
die e'rforderliche geringe Dicke von(weniger als)bei- 
spielsweise 50 ^um gebracht werden kSnnen, um eine m£5g- 
lichst optimale Verringerung des Warmewiderstands zu 
erreichen* 

Nach Ausfiihrung des beschriebenen S&gevorgsngs wird ein 
Stzschritt durchgef Uhrt , bei dem die durch das Sagen im 
SubstratkSrper 1 entstandenen SchnittflSchen ge£t2t wer- 
den. Ton diesen Flachen werden z.B* a &3 /um Halblei- 
termaterial abgetragen, wtfdurch die Seitenfiachen 322, 
326 der Halbleiterchips entstehen. Hierzu eignet sich 
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ftlr Galliumarsenid (und den angegebenen Fotolack) bei- 
spielsweise eine Xtze aus einer Mischung von Phosphor- 
saure , Wasserstoffsuperoxid und Wasser. Vie dies aus 
"der Fig. 3 als* waiter entwickeltem Stadium der Darstel- 

5 lung der Fig. 2 zu ersehen ist, entsteht durch dieses 

AbMtzen der Uberstehende Rand 222 des Substratanschlus- 
see 4. Btwas gleichartiges bei den Anschliissen 5 und 6 
entfallt, weil* dieses ohnehin einen grSBeren Abstand 
als z.B. diese 3yum vom Rand der SSgeschnitte 12 und 13 

10 ha ben. 

Wenn - vie dies in Fig.1 gezeigt ist - der SSgeschnitt 
13 aufierdem auch noch die Eante 113 des Substratan- 
schlusses 4 anschneidet, entsteht durch das bereits " 
15 erwShnte Itssen der SSgeschnittflachen am Substratan- 
schlufi. 4 parallel sum SSgeschnitt 13 ein weiterer tiber 
die entstehende FlSche 323 (siehe Fig. 4) tiber stehender 
Rand 223, vergleichbar dem Rand 222. 

20 Fig* 3 zeigt im dbrigen such noch die bereits vorsnste- 
hend erwahnte Lackschicht 32 und die darauf befindliche 
Folie 33, die die nach dem Sfigevorgang und dem Staen 
entstandenen Halble iter chips 11 mechanisch zusammenhal- 
ten. 

25 

Der.Vbrgang des AbStssens der Schnittflfichen der Sage- 
schnitte 12 und 13 ka nn bei der oben beschriebenen zwei- 
ten Tariante in einem Terfahrensschritt mit dem oben 
beschriebenen WegStssen tiberfltlssigen Substratmaterials 
30 erfolgen. Die SchnittflSchen werden geStzrfc, sobald 
die StaflUssigkeit in die SSgeschnitte eindringt* 

In Fig. 3 ist ssusatzlich noch mit den Pfeilen 34 ange- 
deutet, in welcher Weise nunmehr nachfolgend eine 
35 Met a 11-Be dampf ung aus schrSger Richtung ausgefOhrt wird. 
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Durch diese SchrSgbedampfung warden sowohl die wie vor- 
ansteliend beschriebenen abgeStaten Fl&chen 322, 323 als 
auch die RUckseiten 325 der einzelnen Halbieiterchips 
11 metallisiert , ohne dafi die ebenfalls entstandenen 

5 und abgeStsten SSgeschnittflSchen 326 von der- Bedamp- 
fung erfaflt werden. FQhrt man die Bedampfung in einer 
solchen SchrSgrichtung 34 aus, wis sie rait den einen 
in Pig*1 gestrichelt wiedergegebenen Pfeil 34 .zusStz- 
lich erfcennbar angedeutet ist, so wird auch die in der 

10 Pig. 3 sichtbare geatzte, urspriinglich vom S&geschnitt 
13 gebildete und abgeStzte Seitenfl&che 323 des Halb- 
ieiterchips 11 mit bedampft* Die durch Bedampfung auf 
den Halbieiterchips entstandenen Schichten sind mit 
422, 423 und 425 bezeichnet* 

15 . 

Durch diese SchrSgbedampfung 34 wird mit den Schichten 
422 und 423 durchgehend leitende Kontaktverbindung. \swi- 
schen den tlberstehenden RSndern 222 und 223 des jewelligen 
Substratanschlusses 4 und der Aufdampf-Metallisierung 

20 425 der RUckseite 325 des Halbieiterchips erzeugt, und 
2war uber die Seitenflache 322, 323 hinweg. 

Pig, 4 aeigt eine Aufsicht aur Schnittdarstellung der 
Fig. 3, und zwar bezogen auf die Darstellung der Fig. 3 

25 Ton unten. Die Ansicht der Pig* 4 ist damit eine An- 
sicht aus der vergleichsweise zur Fig.1 entgegengesetz- 
ten Richtung. Die jinsicht der Fig* 4 ist keine perspek- 
tiTische Ansicht* In Pig- 4 sind die mit den Fig.1 bis 3 * 
tibereinstimmenden Bezugsseichen rerwendet, so da3 die mit 

30 425 bezeichnete, nach der Bedampfung 34 metallisierte 
RUckseite 325 der einzelnen Halbieiterchips 11 zu sehen 
ist. Die gestrichelten Linien 322 und 323 weisen auf 
die Seitenflachen des Helbleitermaterials des Chips 11 
hin. 
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Mit 411 sind Flachenanteile bts>2eichnet , die wegen der 
angegebenen Schr&gbedampfung 354 infolge Sohattenwurfs 
(entsprechend der Wahl des Bedampfungswinkels 34) durch 
die einsselnen Halbleiterchips 11 Ton einer Bedampfung 

5 freibleiben. Die auBerhalb d.-er FlSchen 325 und 411 

liegenden FISchenanteile 412 in der Ansicht der Fig, 4 
sind metallbedampft und bilde*n ein Metallnetz. Jedes 
einzelne Chip ist mit seinen Metallschichten 422 , 423 
mit diesem Metallnets verbunclen und alle Chips 11 wer- 

10 den auch nach Entfernung der obengenannten Schichten 
32, 33 auf diese Weise noch ssusammengehalten. 

Sofern man nicht von vornher^in die Bedampfung so dick 
wMhlt, daB damit ausreichende? elektrische Leitfahig- 
15 keit erreicht ist, und auch gentigend stabiler mechani- 
scher Zusammenhalt gewonnen 1st, kann ssusatzlich sur 
Bedampfung galvanischer Yerst;arkung verge sehen sein, 
mit der auf jeden Pall diese beiden Ziele erreicht war- 
den. 

20 

Durch den Zusammenhalt der einzelnen Halbleiterchips 11 
wird der Einbau einer jeweils verge sehenen Mehrzahl von 
solchen einzelnen Halbleiterchips In ein einzelnes Tran- 
sistorgehSuse erleichtert« Zum Beispiel wird, _wie J . 

25 Fig. 5 zeigt, eine Anzahl derartiger Halbleiterchips 11 

ssusammengenommen mit der jeweiligen metallisierten Flache 
325 auf eine metallische Unterlage 51 des Transistor- 
gehMuses (nur teilweise dargestellt) aufgesetsrt und 
dort angelStet* Diese Unterlage des TransistorgehMuses 

30 ist der gemeinsame AnschluB fur die einaelnen Source- 
Anschltlsse 4 der Halbleiterchips 1 1 , wobei durch die 
erfinduhgsgem&Ben MaBnehmen sichergestellt ist, dsfi ein . 
jeder Source -AnschluB 4 eine solche Kontaktverbindung 
mit der Tragerunterlage 51 des Transistorgeh&uses hat, 

35 die identisch ist mit den^enigen, die bei den anderen 
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Halbleiterchips 11 vorliegeiu Es 1st damit gewahrlei- 
stet, dafl ein zugeftihrtes Ho chfre que iiz signal mit genau 
gleicher Phase an alle vorhandenen Source-Anschliisse 4 
gelangt. Mit 52 1st eine Lotschicht angedeutet. 

5 

Voranstehend ist die Erfindung an einem Beispiel bg- 
schrieben worden, bei dem die eine SeitenflSche 322 bsw« 
zwei SeitenflSchen 322, 323 das Halbleiterchips 11 
ganzflSchig mit einer metallischen Kontaktverbindung 

10 (durch Be'dampfen) bedeckt worden sind, wobei .sich der 
tiberstehende Rand 222 uber einen wesentlichen Anteil der 
einen Seite des einzelnen Halbleiterchips 11 erstreckt. 
Die Erfindung lSSt sich aber auch ftir solche FSlle en- 
wenden, bei denen auf der Oberflache des einzelnen 

15 Halbleiterchips mehrere getrennte Anschlusse vorhanden 
sind, die mit der Rtlckseite Oder wenigstens mit der^ 
SeitenflSche Zontaktverbindung erhalten sollen und bei 
denen dann nur ein Anteil Oder nur mehrere Anteile der 
jeweiligen Stirnseite eines einzelnen Chips fiir eine 

20 Kont^ktverbindung metallisiert werden. FUr eine solche 
Ausftihrungsf orm der Erfindung werden ebenfalls die vor- 
angehend beschriebenen Yerfahrensschritte des Sag?ns 
und des Abatzens der Sage schnitt flaehen durchgefuhrt. 
Soweit §uf der Oberflache Elektroden yorhanden sind* 

25 die vom Sageschnitt vie beim vorangehenden Beispiel en- 
ge schnitt en. werden, entstehen durch das Xtzen entspre- 
chend tiberstehende Render, wie sie in Pig. 6 mit 222, 
222*, 553", 223* usw, bezeichnet sind. Die Fig* 6 ist 
dabei eine der Fig. 4 entsprechende , 9 Ton unten gesehene 

30 Darstellung der durch S&gen und Xtzen entstandenen Halb- 
leiterchips 11.' Mit 525, 422*, W5 $ 423* und 423 1 sind 
mit 34 beschriebene Bedampfungen bezeichnet, die hier 
nur die bereits erwMhnten Anteile der Seitenflachen 
322 und 323 der Halbleiterchips 11 'bedecken. Zur Her- 

35 stellung dieser nur TeilflSchen der HalbleiterflSchen 
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322 und 323 bedeckenden Bedampfungen werden vorttberge- 
hend angebrachte Maskierungen verwendet, die die frei- 
bleibenden FlSchenanteile der SeitenflSchen 322 und 323 
fiir den BedampftmgsprozeB abdecken. 


Durch Bedampfung aus mehreren Richtungen, z,B. wie zu- 
sStzlich mit 134 angedeutet, k5nnen auch auf mehr als 
zwei Seitenfiachen solche wie roranstehend beschriebe- 
nen Strukturen erzeugt werden, die fur die SeitenfXS- 
10 chen 1323 und 1322 mit 1223 und 1423 sbwie 1222 und 1422 
bezeichnet sind. Wie dargestellt, kSnnen die durch 
Schragbedampfung erzeugten Metallisierungen 4£2 bis 1423 
bis auf die RUckseite 325 der Halbleiterchips 1.1'rei- 
chen, wie in der Pig, 6 in Aufsicht zu sehen 1st. 

15 

Ftir die nur partielle Bedampfung von Anteilen der F1S- 
chen wird eine mit entsprechenden LBchern versehene Be- 
dampfungs-Maske verwendet* durch die hindurch diese 
partielle Bedampfung der entsprechenden Anteile der Sei- 
20 tenflSchen und RUckseite des Halbleiterchips 11 er- 
folgt, 

Solche wie mit der Erfindung in einfeoher Weise her- 
stellbaren Kontsktierungen sind vorteilhaft fUr mono- 
25 lithische Scheltungen zu verwenden, die auf der Yorder- 
und der Rtickseite eines Substrates Schaltungsanteile 
besitzen und bei denen Kontaktverbindungen zwischen 
. Yorder- und Rtickseite gewQnscht sind, 

30 Fig. 7 laBt mit einem etwas rergrSflerten Ausschnitt aus 
Fig* 3 eine ¥eiterbildung der Erfindung erkennen, Im 
Zusammenhang mit der Fig. 4 ist das Entstehen eines 
Metallnetzes 412 beschrieben, mit dem die Gesamtheit 
der entstehenden Halbleiterchips 11 zusamiaengehalten 

35 wird. .Die einzelnen Halbleiterchips 11 sind mit dem 
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Metallnetz 412 an der Kante 222 bzw. an den Kanten 222 
und 223 ge ha It en. Wenn man nun die einzelnen Halblei- 
terchips 11 aus dem Metallneta herausnehmen will, z.B. 
durch Ergreifen mit einer Saugpinzette, muB diese Yer- 

5 bindung siwischen dem Ketz 412 und denx ttberstehenden Rand 
222 bzw. 222 und 223 zerstort werden. Dabei kann aber 
auch eine BeschSdigung der Kontaktverbindung swischen 
diesen ttberstehenden RSndern 222 und 223 mit den Metal- 
lisierungen 422 und 423 erfolgen* Damit dies mit Si- 

10 cherheit im Einaelfall vermieden ist, kann die im fol- 
genden beschriebene zusStzliche MaBnahme vorgesehen 
sein. 

Vie Fig. 7 zeigt, reicht der 5&geschnitt 12 noch etwas 

15 in die Fotolackschicht 32 hinein, Es wird durch 5rt- 
lich partielles Belichten der Fotolackschicht 32 Tor 
dem Sagerorgang bewirkt, daB in der Fotolackschicht 32 
eine mit 71 kenntlich gemachte Randjsone unterhelb des 
Randes 222, angfenaend an die sp&ter entstehende 

20 SchnittflSLche des SSgeschnittes 12, (und dies gilt sinn- 
gemSB auch fttr den SSgeschnitt 13 und die angrenzfende 
Randzone unterhalb des ffberstehenden Randes 223) flir 
einen nachfolgenden ProzeB ISslich gemacht wird. So- 
fern ein. Positiv-Lack verweindet wird, wird die Zone 71 

25 belichtet und die Nachbarschaft derselben bleibt unbe- 
lichtet* Bei Yerwendung eines Ne gat iv~Fotola ekes 
bleibt diese Zo.ne 71 unbelichtet und ihre Nachbarberei- 
che werden belichtet, Nach dem SSgen und vor dem 
SchrSgbedampfen 34, 134 wird nun durch Entwickeln des 

30 Fotolackes 32 diese Zone 71 im Fotolack loslich ge- 
macht und es bildet sich dabei ein mit dem gestrichel- 
ten Bogen 72 kenntlich gemachter Rucksprung im Foto- 
lack 32. Dieser RQcksprung 72 bewirkt, daB dort bei 
der SchrMgbedampfung eine Kcntur entsprechend dem Be- 
.35 augsaeichen 722 gebildet wird und keine wie mit 7S? 
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angedeutete^ gestrichelt geaeigte Kontur entsteht. Der 
Rucksprung 72 sorgt also dort (wo er vorbanden ist) fur 
eine Unterbrechung der durch Schrcigbedampfun^ ents-fcan- 
denen Metallisierung 412, 422 im Bereich des tiberste- 

5 henden Randes 222, Damit aber die einzelnen Halblei- 
terchips nicht vSllig rom Metallgitter 412 (Fig. 4) ge- 
trennt sind, ISBt man die 15slich gemachte Zone 71 der 
Fotolackschicht 32 bzw. laBt man durch entsprechende 
Begrenzung der Zone 71 den Rticksprung 72 nicht entlang 

10 dem gesanrten tiberstehenden Rand 222 des ( Source- )Anschlus- 
ses 4 entstehen, sondern ISBt im Bereich eines ent- 
sprechend kleinen Anteils dieses ttberstehenden Randes 
222 die mit 72? angedeutete Kontur entstehen* Die 
durch die Kontur 73? noch vorhandene mechanische (und 

15 elektrische) Yerbindung zwischen den Metallisierungen 
422 (und 423) der einzelnen Chips 11 und dem gemeinsa- 
men Metallnetz 412 kann auf diese Veise derart passend 
bemessen warden, dafi bei Entnahme der einzelnen Halb- 
leiterchips 11 aus dem Metallnetz 412 keinerlei Bescha- 

20 digung der Kontaktverbindungen auf dem Ha Ible iter chip 
11 entsteht. Die durch die Kontur 722* noch vorhandene 
elektrische Verbindung ist auch ausreichend daftir, eine 
galvanische Yerstarkung der Metallisierungen 422, 423 
usw* durchzufuhren^ wobei es genugt, den einen AnschluB 

25 "mit dem durch Aufdampfen entstandenen Metallneta 412 
auBerhalb des Chips auf der Tragerfolie zu verbinden. 
Der andere AnschluB ist da nn die Elektrode im Elekrolyt. 

Die in den Figuren dargestellte Struktur yon Source- 
30 AnschluB 4, Gate-AnschluB 5 und Drain-Anschlufi 6 ist. 

lediglich eine prinzipielle Darsteliung. In der Praxis 
werden ineinander verschachtelte Strukturen verwendet, 
so dafi bereits auf einem Chip mehrere Source-Anschliisse 
parallelgeschaltet vorhanden sind, die mit der Erfin- 
35 dung in gleichwertiger Weise mit dem Kontakt der RUck- 
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seite verbun<ien werden* 

7 Figuren 

9 Pa t ent a nsp riiche 
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